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The Effect of Preparation Conditions on Optical Transmittance of Sn-doped In203 Thin Fihns 
Tetsumi KAJIY AうMぉajiSASAKI and Etsuro MATSUMOTO 
Highly conductive and transparent日1msof Sn-doped In203 thin films were prepared on a quartz g1ass by 
the electron beam evaporation method. The e百'ectof preparation conditions on the optical prope此iesof the 
films was investigated by measuring transparency.Optical properties of the deposited In203 thin fi1ms were 
large1y dependent on various conditions ，such as an 02 partia1 pressure，substrate temperatures and the amount 
of dopant. 
In our study，it was cleared that the introduction of 02 gas in a evaporation has a very good effect on 
the increase of transparency，and the fi1ms with Sn of .5 wt. % prepared at a substrate temperature of 4500C 
produces the highest value of 93 %. 
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試料は電子ビーム蒸着法を用いて，石英基板 (25 x 
4 5 X2 mm3)上に薄膜を作製した.蒸発源には市販
のSn02粉末と 1n203粉末(し1ずれも純度99. 9 
9%，フルウチ化学製)を用い、 1n203粉末に対して
S n02粉末を重量比で、 1，3， 5， 7%の割合で混ぜ
て蒸発源のぺレットを準備した.ベレットの大きさは
15mmφX 6mmtで、蒸着条件は到達真空度は約 5
X 1 0 -7Torrで，試料の膜厚は30 0 nmlこ，蒸着速
度はO. 3 nm/ sに統ーした.
薄膜はSn重量比と O2導入の影響を調べるために、
それぞれの重量比においてO2を導入しないでそのまま
蒸着する場合(真空度5X 1 0 -7Torr、以下O2無とい
う)と、 O2を導入しながら真空度を低く保って蒸着す
る場合(真空度5X 1 0 -5Torr、以下O2有 1とし、う)
の2通りで作製した.蒸着は同時に3枚の試料が作製
できるようになっている.なお、 5%については、 O2













































































1 x 1 0 -5Torrとした場合の結果である.この場合も
基板温度がi高くなるほど透過率は高くなり、 4500C 
万波長700nrnの場合、約83%となる.図9はO2
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図 15:O2の有無と透過率 (7 0/0) 
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図 17:基板温度と透過率 (02有 1) 
膜の最適作製条件を求めようと，基板温度やSn重量
比及びO2導入による蒸着が透過率にどのような影響を
及ぼすかを体系的に調べた.その結果、熱処理なしでも
条件次第では90%以上の透過率を得ることができた.
最後に，熱心に試料作製と測定に当たっていただい
た卒業研究生の池田 秀俊君(現池田電器)、谷村-古
洋君(現豊橋技科大)、川野 健二君(現きんでん)及
び宮田 真人君(現九工大)に感謝致します.また，膜
厚測定に便宜を計っていただいたアルパック九州(株)
の方々と、ベレット作製治具の作製にご、協力をいただ
し、た本校電子制御工学科の河野 良弘教授並びに実習
波
